




























专利名称(译) 超声换能器及其制造方法

公开(公告)号 US8858447 公开(公告)日 2014-10-14

申请号 US13/568827 申请日 2012-08-07

[标]申请(专利权)人(译) CHUNG SEOK WHAN

申请(专利权)人(译) CHUNG，SEOK焕

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 CHUNG SEOK WHAN

发明人 CHUNG, SEOK-WHAN

IPC分类号 A61B8/14 B32B37/14 B32B38/10 H02N11/00

CPC分类号 B32B37/14 H02N11/00 B32B38/10 B06B1/0292 B81C1/00158 H04R31/00 Y10T156/10

代理机构(译) 萨格鲁MION，PLLC

优先权 1020110084822 2011-08-24 KR

其他公开文献 US20130049526A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声换能器及其制造方法。超声换能器包括基板，支撑单元，支撑单元
设置在基板上并包括通孔，薄膜设置在基板上与通孔对应的区域中，其
中薄膜与通孔分离。基板和支撑单元，以及将支撑单元连接到薄膜的连
接单元。在制造超声换能器的方法中，在不执行对准处理的情况下接合
多个SOI晶片和Si晶片。
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